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Si n’%f i ed manufacturing 7. A nethod accord| N@rodd (28] aHol8 Shid &afi¥S region, forming
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~de canal d'une pluralft6 de conductTv quo cel ul desdites couches

desdits transistors MOS. source et de drain dudit transistor

Proci d6 sedeane laditeicousheyit rultq 9sbdy aBmedypeact er i s GGQGFFéEF s“ﬂ"%’ﬁ@gqsﬂf ?@QFB?P H'“&a"té

revendi catdecaanductivits ayscqelsi flesgites Gouches dec ¢ quo | deaditefransisiorMOSe pU| ts est du
menme type seercmt&epratmdwtemwae pui ts est dy g &r}gc%cgé VI te
que col yl desdjth s c Qe COI’ldUéCtIV te13‘p£f8@€aﬁoéu;ﬁ %3{'

.. sod‘rc%'sﬂ?f't ?' sda dr’ai n dgsf
Pr obede se‘fe oelm c{%%a({eact eri sesogge Tapri cat | on
d' un di spo t e‘:’p °s guo | adito couc e e pU|ts est d' un type

de duct eur corrpr onargila ??es e apes de fabri c@t b@&kdes selontderbH@batd 4, Barditnesdh A
cel ul d%.SdH%‘ 6 GetainBRiSn Gh dibpoitir ATeRfitaR ( 98) COSNqUb lisdld codshe @B iplits dafi®urOtype de
source et ofit] gdrﬁbrenylﬁﬁés%eé de3 fabricafitn T OF MAL | QiRdutivits BppBsBLACTRRI ddgitl toliched d25)
en i npl ant @i mdsh (R3jIRbH kANt BAMSind ik8 oli-691 ON descuitsafdeldfadspect i ve d' un

transi st or vel#e (23,) 48 formakion SuHeSbucRd depaitsi conduct eur au travers de laditbh au

. moi ns une @sy\éarrﬁpwnﬁntudemﬂuréttmmrebmnl adito impu- ret6 jusqu' A une

. pr of ondeur depéadal tprispactive al'utl drassidiee MaS dunbstris at, oG | adite au nol ns une

ouvert ur e substmesemiconductewtiantra@rsala laditausuperi eure A deux 20 fois ladite
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de fornatlﬂfﬂseﬂ“lﬂh%d@?@l?t‘l"ﬂ'tl%"’ﬂ@“ AideYx | @ | sol ee (27) dudit transistor MOS
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grille n' e??t‘gﬁwgg Og&gd%d'ﬂé% ld 430 fois ladith profondeur

pr ed6t er m pP8FPS 198 12918, endi cat i on 4, caracterise en ce qu'un
uni que nas gan ?:ocr%%rte une pluralite de adite au npoins une ouverture.

35 7. Proc g&dg Jloq,namn&l&y &%;ehmen caracterise en ce quo | e masque

i ncl ut egaf SeQi&idbie (231), ses dinmensions 6tant

superi eu- fe‘fs%lé za)e&,ﬁ,t ,gmmﬁ e&[,@jeondeur predéterm nee. 40 8. Proc6de
selon la rgy,@q@d,&pgel‘gm%mggﬁmm@am‘dmen outre | es 6tapes de fornation d' une
el ectrode ggctidlid 4d Sié Fedt Pss dugdreursa-dddssws de |adite rigion de ca- nal, de
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nal. 55 10. Procede selon |l a revendication 4, caracterise en ce qu'une

pl uralit® Heocddddgelernda puendioation 6, ¢aractéris®®l - t ure pour une inplantation
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8. Procédsé selon la revendication 4, comprenant en
outre les étapes de formation d’une électrode de
grille isolée (27) au-dessus de ladite région de ca-
nal, de formation desdites régions de source et 45
de drain (28) au moyen d'une implantation ioni-
que qui utilise ladite électrode de grille (27) en
tant que masque.

9. Procédé selon la revendication 4, caractériséen 50
ce qu'une pluralité de ladite au moins une ouver-
ture sont allongées suivant une direction perpen-
diculaire a la voie de courant dans la région de ca-
nal.

10. Procéds selon la revendication 4, caractérisé en
ce qu'une pluralité de ladite au moins une ouver-
ture pour une implantation d'impuretés sont



